” m Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-

Vorstufen bei Umgebungstemperoturen !r
von -40°C bis 4125 °C

Abmessungen: Bouform B 3/25 - 3a,
TGL 11 811

Masse ~ 1 g
Zuldssige Hochstwerte bis #max
Ucso - 20V Pot = 25W

Uceo = 20V bel fic = 25 °C
Ueo - 5V & - 175 oC
Ic = 100 mA Oa = 125 °C
Piot = 600 mw rd
Kennwerte fir #a = 25°C -5 grd R = 60 _%:l"d

, Min. | Typ | Mox. | MeBbedingungen veritdrkungs

: gruppen

Reststréme
Iceo \ % nA Ucs = 15V
Durchbruchspannungen
U(er)cso 20 V | llc = S pA -
U{nmcln{' 20V i Ic = 50 mA
U(er)eso! 5 V ‘ Il = 5 uA
Stromverstérkung
hete 57 113? lUc;-—-&v.lc-EmA. c
h2te 113 76 {= 1 kHz | d
M’fl | 226 | 5!0 | l [ -]
Ubergangsirequenz
fr 60 MHz | Uce = 10 V, Ic = 10 mA,

| _ | f = 15 MHz
Rouschiaktor -
F : ' 5 dB | Ucg = 6V, Ic = 02 mA, '

t | f=1KkHz, Rg = 500 O

Bestellbeispiel fr einen Transistor Transistor SC 112 d
der Stromverstéirkungsgruppe d
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